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本報告では、窒化物半導体結晶成長に関する可視光および X 線を用いた原子レベルその場観察

手法に関する最近の話題を紹介する。 

窒化物半導体薄膜成長では異種基板の利用が一般的であり、成長中の応力評価として光弾性測

定を応用したウェハそり測定が良く用いられる[1]。一方、様々なデバイス特性は量子構造の組成、

膜厚やヘテロ界面の急峻性、或いは貫通転位などの結晶欠陥に基づく V ピットの形成に大きく左

右される。分光エリプソメトリは有効なモニタリング手段[2]であるが、データ解析に時間が必要

でありタイムラグが生じる。最近、多波長可視光レーザによる吸収と表面散乱の組み合わせによ

り、様々な組成の InGaN 量子井戸層成長の実時間その場観察や V ピット形成のその場観察法が確

立しつつある。図 1 に表面温度、および成長時に EgInGaN＜h＜EgGaN となる波長のレーザで測定

した散乱・透過光モニタ結果を示す。本手法は分光測定とは異なり実時間測定が可能であり、成

長フィードバックに利用できるため、今後複雑な量子構造作製のツールとして期待される。 

一方、X 線を用いたその場観察では、干渉を利用

した反射測定により実時間での原子レベル表面平坦

性観察が可能であり、また X 線 Crystal Truncation Rod

法を用いると、ヘテロ構造界面急峻性評価が可能で

ある[3]。自立 GaN 基板上およびサファイア基板上

GaN に成長した In0.13Ga0.87N からの X 線反射強度変

化を比較したところ、下地によって、表面荒れに関

する InGaN 臨界膜厚が異なることが明らかとなった。

詳細は当日紹介する。 
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図 1 低温緩衝層及び GaN テンプレート
を介して成長したサファイア基板上の
InGaN/GaN 5 量子井戸層成長中のウェハ
表面温度及び散乱・透過光モニタリング 
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